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１．はじめに 

２Ｇ超電導線材において TFA-MOD (Metal Organic Deposition using Trifluoroacetates)法は有望な

手法であるが、低コストでの実用化には１回塗り厚膜化とそれに伴う Ba と Cu の Segregation が課

題であった。Segregation は本焼時に形成される疑似液相である程度は解消されるが、厚膜成膜で

Segregation が大きくなると解消されずに超電導特性低下につながる。その Segregation 形成メカニ

ズムの報告はこれまでなく、本発表では Segregation 形成モデルを報告し、どのような化合物を添

加した場合に Segregation が抑制されるかの予測を行った。 

２．Segregation 形成モデル 

モデルから内部に水素結合が尐ない場合は均質な膜となり、そうでない場合不均質な膜が得ら

れると予想される。水素結合部から HF ガスが発生し内部が不均化すると、Segregation が顕著と

なり特性が劣化することが予想される。モデルから-(CH2)n-を含む化合物添加が Segregation 形成

につながるものと考えられる。モデルの詳細は当日説明し、実験結果は連番の発表で報告する。 

  

図図１ TFA-MOD 法における Segregation 形成メカニズム 
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